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【はじめに】 
PZT 薄膜は、さまざまな圧電 MEMS デバイスに用い
られている[1]。 なかでも、テトラ組成 PZT 薄膜は、
電圧印加（wakeup 処理）により c ドメインの割合が向
上し、それに伴い強誘電・圧電特性が向上すること
が報告されている[2][3]。前回我々は、テトラ PZT 薄
膜を用いたカンチレバーを作製した。このカンチレ
バーのテトラ PZT 薄膜に対し wakeup 処理を行うこと
りより、c 軸配向性の向上、残留分極 2Pr と圧電特性
が増加することを報告した[4]。さらに基板からリリー
スしたカンチレバーチップの状態で wakeup 処理を
するのが効果的であることも明らかにした [5]。本研
究では、テトラ組成 PZT 薄膜のこの特徴に関し、さら
に広範囲に wakeup 処理を行い、強誘電ヒステリシ
ス・変位電圧測定を行い、最適な電圧印加条件を調
査した。 
【実験方法】 
ゾルゲル法により膜厚 1.7um の(100)/(001)配向した
Pb(Zr0.3Ti0.7)O3 薄膜を(111)Pt/Ti/SiO2/SOI 基板上に
形成した。MEMS プロセスを用いてカンチレバーを
作製し、基板からリリース後のチップの状態で30Vか
ら 150V まで wakeup 処理を行い、XRD 測定により
(002)/(200)ピークの変化、30V の強誘電ヒステリシス
測定で 2Pr、変位電圧測定で d31 についてそれぞれ
wakeup 電圧の大きさが与える影響に関して調査し
た。 
【結果および考察】 
図 1(a)のように、wakeup 処理の電圧を大きくすると、
c 軸配向性が向上した。フィッティングにより求めた c
ドメインの割合 Vc と、a ドメイン、c ドメインの格子定数
を図 1(b)に示した。この結果から、wakeup 電圧が大
きいほど c ドメインの割合と格子定数が増加した。図
2 は wakeup 処理後に 30V で測定した残留分極 2Pr
と wakeup 電圧の関係をプロットしたものである。図 1
で示されたグラフと同様に wakeup 電圧が大きいほど
2Prが増大することが明らかである。図1、2の結果の
様に wakeup 電圧が大きくなるほどVc、cドメインの格
子定数、2Pr が大きくなるのにもかかわらず、図 3 の
様に変位測定から得られた d31 は、wakeup 電圧 30V
の時最大となった。現在その原因を継続調査中であ
る。 
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Fig. 1. (a) XRD patterns of Pb(Zr0.3Ti0.7)O3 thin films. 
(b) c-domain volume fraction, lattice constants of 
a-domain and c-domain as a function of wakeup 
voltage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.  Remnant polarization 2Pr as a function of 
wakeup voltage .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Transverse piezoelectric constant as a function 
of wakeup voltage.  
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